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Objev nového materialu
pro stalé elektronické pameti

Skupina S. Kamby z Fyzikalniho Ustavu Akademie véd CR, v. v. i,
spolecné s radou americkych spolupracovnikti teoreticky navrhla a také
experimentalné vyuzila mechanického napéti ve velmi tenkych vrstvach
EuTiO; k umélé pripravé feroelektrika, které je zaroven silnym umélym
magnetem.

V soucasné dobé se k digitalnimu zaznamu dat pouzivaji CD ¢&i hard disky, které jsou relativné
pomalé. V digitalnich fotoaparatech a kamerach pouzivame stalé flash paméti, jez jsou také
pomalé a navic vydrZi jen relativné maly pocet zapisl. Nehodi se tedy do operaénich paméti
pocitacl. Tam se pouzivaji polovodi¢ové paméti (tzv. random access memories — RAM).

Ty v8ak maji jednu nevyhodu — jsou nestalé, a proto se v nich veskeré informace ztraceji pfi
vypadku proudu. Proto jsou ve vyvoiji i jiné stalé paméti, a nékteré z nich se uz dokonce pouzivaji,
pfestoze zatim maji malou kapacitu. Jedna se napfiklad o feroelektrické (ij. elektricky polarizované)
RAM nebo magnetické RAM, které se pouzivaji vriznych chytrych kartach (lyzafské pasy,
elektronické prikazky atd.). Oba typy paméti maji své vyhody a nevyhody a idealni by bylo je
zkombinovat, tj. vyrobit paméti z materiald, které by byly zaroven feroelektrické i magnetické.

V pfirodé bohuzel existuje jen velmi malo takovych materidl(l a ty funguji prakticky jen pfi
nizkych teplotach pod -250 °C. Proto se v sou¢asné dobé hledaji nové materialy s pozadovanymi
elektrickymi a magnetickymi vlastnostmi.

Skupina S. Kamby z Fyzikalniho Gstavu AV CR spoleéné s fadou americkych spolupracovniki
teoreticky navrhla a také experimentalné vyuzila mechanického napéti ve velmi tenkych vrstvach
EuTiO3 k umélé pripravé feroelektrika, které je zaroven silnym umélym magnetem. Dany jev zatim
funguje jen pfi nizkych teplotach hluboko pod pokojovou teplotou, ale pfinosem je, Ze védci
ukazali, Zze tenkovrstevné materialy mohou mit vlivem mechanického napéti od podlozky
kompletné jiné vlastnosti nez objemové materidly. V souCasné dobé védci pracuji na jinych
tenkovrstevnych materidlech, jez by mély mit pozadované vlastnosti nad pokojovou teplotou.
Magnetické vlastnosti takovychto vrstev by se mély dat rychle ovladat elektrickym polem a toho
by se dalo vyuzit v budoucich stalych pocitacovych pamétech, které by sva data uchovavaly i po
vypadku proudu.

Clanek byl pfijat do tisku v prestiznim &asopise Nature.
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Obr. 1 Teoreticky pfedpovézeny vliv dvouosého mechanického napéti od podlozky na vlastnosti
EuTiOs. Zaporné kompresni i kladné tenzalni napéti by mélo indukovat feromagnetickou (FM)

a feroelektrickou (FE) fazi v ptivodné antiferomagnetickém (AFM) a paraelektrickém (PE) EuTiOs.
Prakticky byly studovany vrstvy na tfech podlozkach: LSAT (tj. (LaAlO3)o.29-(SrAl12Ta1203)0.71), SrTiO3
a DyScOs. Pouze na posledni podlozce byla pozorovana FM a FE faze.
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